® BUNOESREPUBLiK ® Off 111 gungsschrlft 

DEUTSCHLAND Q E 1 95 00 655 A 1 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



19500655.0 
12. 1.95 
18. 7.96 



® Int. Cl^: 

H OIL 23/50 

HOI L 23/12 
H 01 L 23/48 
HOI L 21/66 
G01 R 31/28 
H 01 L 23/053 
H05K 7/08 



in 

s 



UJ 

a 



@Anmelder: 

Fraunhofer-Gdsellschaft zur Fdrderung der 
angewandten Forschung e.V., 80638 Munchen, DE 

@Vertreter: 

Patentanwilte Bock, Tappe und Kotlagan, 97072 
Wurzburg 

(S)Erfinden 

Zakel EIke, Or.-lng., 12163 Beriin, DE; Un, David, 
DipL-lng., 10715 Berlin, DE; Gwiasda, Jorg, 13437 
Berlin. DE; Ostmann« Andreas. Dipl.-Phys., 10583 
Berlin, DE 

(§) Entgegenhaltungen: 



DE 
DE 



38 24 008 A1 
38 14469 A1 



US 4912 547 

EP 03 43400 A2 
Thin Filnn Modul. In: IBM TDB, Vol. 31, No. 8, 
Jan. 1989, pp. 135-138; 

Improved Method for C-4 Chip Join. In: IBM TDB, 
Vol. 31, No. 6, Nov. 1988, pp. 335-338; 
Process for Manufacturing a Doubl Dense TAB 
Package Using Solder. )n: IBM TDB« Vol. 33, No. 5, 
Oct. 1990, pp. 424-425; 

JP3-116838 A2. In: Patent Abstracts of Japan, 
E-1099, Vol. 15, No. 315, 12.8.1991; 



Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 

@ Chiptrager-Anordnung sowie Chiptriger zur Herstellung einerChlp-Gehiusung 

(§) Chiptrfigar-Anordnung (23) mit einam Chiptragar (23) zur 

Harstallung einar Chip-GahSusung, dar auf einer Tragerfolia 

(20) mit Laitarbahnen (21 ) varsahan ist die auf dar ainam 

Chip (39) zugewandtan Vordersaita dar Tragarfolle mit 

Kontaktflachanmatallistarungan (40) das Chips varbundan 

Bind, und die mit ihran fralan Endan efne ftSchig vartaitta 

AnschluQflachananordnung (42) zur Varbindung mit aInam 28 

alaktronischan Baualamant odar ainem Substrat bilden, 

wobel dia Laitarbahnen (21) auf dar RQcksaita dar Tragerfo- 
lia (20) angaordnat sind, in dar Trdgerfolie (20) Im Baraich 

dar Kontaktftichanmatalllslerungan (40) Ausnahmungan (28) 

vorgasehan slnd, die talterbahnan zur Ausbildung dar 

Anschlu&flSchananordnung (42) mit elner Uchmaske (38) 

abgadackt slnd und dia Dlcke (s) der Trfigerfolla klalnar odar 
" im wesantllchan glaich dar Hdha (h) dar Kontaktfiachanme- 
t talllsiarungan (40) auf dar ChipoberflSche Ist. 
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Beschreibung schicht vorzusehen. Diese Zwischenschidit macht es un- 

ter anderem notwendig, daB zur Verbindung der Leiter- 

Die vorliegende Erfindung betriHt eine Chiptrager- anordnung mit den ChipanschluBflachen die Enden der 

Anordnung rait einem Chiptrager zur Herstellung einer einzelnen Leiter aus der Ebene der Tragerfolie heraus- 

Chip-Gehausung, der auf einer Tragerfolie mit Leiter- 5 gebogen werden mussen, urn mit den ChipanschluBfla- 

bahnen versehen ist, die auf der einem Chip zugewand- chen in IContakt zu kommen. Dies macht es unmdglich, 

ten Vorderseite der Tragerfolie mit Kontaktflachenme- zur Herstellung der bekannten Chip-Gehausung eines 

tallisierungen des Chips verbunden sind, und die mit der bekannten Verbindungsverfahren, wie etwa das ta- 

ihren freien Enden eine fiadiig verteilte AnschluBfiache- pe-automated bonding (TAB) oder das Flip-Chip- Ver- 

nanordnung zur Verbindung mit einem elektronischen 10 fahren zu verwenden. 

Bauelement oder einem Substrat bildea Des weiteren Der vorliegenden ErHndung liegt daher die Aufgabe 

betrifft die Erfindung einen Chiptriger zur HersteUung zugninde, eine Chip-GeMusung zu schaffen, die gegen- 

einer Chip-Gehausung mit einer Leiterbahnen aufwei- Qber der bekannten Chip-Gehatisung einen vereinfacb- 

senden Tragerfolie. ten Aufbau und die Anwendung konventioneller Ver- 

Zum Schutz vor ungewoUten mechanischen und che- 15 bindungstechniken bei der HersteUung der Chip-Ge- 

mischen Einflilssen sowie zum Abfuhren und Verteilen hausungenndglicht 

von Verlustwarme ist es in der Regel erforderlich. Chips Diese Aufgabe wird durch eine Chiptr^ger-Anord- 

mit einer GehSLusung zu versehen. Diese Gehausung nung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch 

bietet daruber hinaus den Yorteil, daB durch eine von emen Chiptrdger mit den Merkmalen des Anspruchs 5 

den ChipanschluBflachen nach auBen gefuhrte An- 20 geldst 

schluBleiteranordnung eine Verbesserung der Handha- Bei der erfindungsgemafien Chiptrtger-Anordnung 

bung des Chips bei einer nachfolgenden Montage er- befinden sich die Leiterbahnen auf der RGdcseite der 

reicht wird. da durch die nach auBen gefuhrte AnschluB- Tragerfolie, wobei im Bereich der Kontaktmetallisie- . 

leiteranordnung erne VergroBerung der AnschluBfla- rungen Ausnehmimgen m der Tragerfolie vorgesehen 

chen sowie durch eine aufgef§cherte Konfiguration der 25 sind, die Dicke der TrSgerfoiie kleiner oder im wesentli- 

AnschluBleiteranordnung groBere Zwischenraume zwi- chen gleich der Hdhe der Kontaktflichenmetallisierun- 

schen den von aufien 2ug§nglichen AnschluBflachen ge- gen auf der Chipoberfl^che ist, und die Leiterbahnen zur 

schaffen werden. In der heute verbrciteten Oberfla- Ausbildung der AnschluBfl§chenanordnung mit einer 

chenmontagetechnik (surface-mounted technology Lochmaske abgedeckt sind Es wird ausdrQcklich darauf 

(SMT)) 1st es daher Qblich, eine Gehausung aus Kunst- 30 hingewiesen, dafi der Begriff Tragerfolie" hier zur Be- 

stoff, Keramik oder Metall zu verwenden, bei der die schreibung eines gegenQber seiner Fl^chenausdehnung 

iuBere AnschluBleiter- bzw. AnschluBfl§chenanord- dunnenTragerkorpersverwendet wird und je nach Ma- 

nung durch eine Vlelzahl von nach auBen ragenden An- terialwahl fllr den Tragerkorper sowohl relath^ starre 

schluBbeinchen (pin-grid-array (PGA)) realisiert wird. ais auch flexible Tragerkorper einschlieBt 

Bei derartigen Gehausungen sind die Chips auf einem 35 Die erfmdungsgemiBe ChiptrHger-Anordnung er- 

Chipuagerangeordnet,derumeinVielfachesgrdBerist m6glicht bei ihrer HersteUung eine Verbindung des 

als der Chip selbst, um auf dem Chiptrager die vorste- ChiptrHgers mit dem Chip wahlweise im TAB-Verfah- 

hend besdiriebene AnschluBleiteranordnung ausbilden ren oder un Flip-Chip- Verfahren. Aufgrund des erfin- 

zu konnen. Hieraus resultiert eine insgesamt volumind- dungsgemaBen Aufbaus ist es moglich, die Leiterbahnen 

se Ausbildung der Chip-Gehausung, die sich insbeson- 40 von der Ruckseite der Tragerfolie her mit einer Ther- 

dere bei der aufkommenden Multk:hip-Modultechnik mode, wie im TAB- Verfahren Qblich, mit den Kontakt- 

als nachteilig erwelst flachenmetallisierungen des Chips zu verbinden, ohne 

Dieser erkannte Nachteil war unter anderem ein daB dabei die Leiterbahnen aus der Ebene des Tr^ger- 

Grund dafur, eine Chip-Gehausung geraaB dem Ober- films herausgebogen werden mOBten. Dabei kann dann 

begriff des Anspruchs 1 zu entwickeln, die sich dadurch 45 ein Verbindungskontakt zwischen Kontaktabschnitten 

auszeichnet, daB der Chiptrager selbst mit seiner An- . der Leiterbahnen und dien Kontaktflachenmetallisierun- 

schluBleiteranordnung etwa die gleiche GroBe wie der gen des Chips im Bereich von Ausnehmungen in der 

Chip aufweist Dies wurde dadurch erreicht, daB ein Tragerfolie erfolgen. Die auf die Hohe der Kontaktfla- 

Chiptrager geschaffen wurde, der eine TragerfoUe aus chenmetallisierungen abgestinunte Dicke der Trigerfo- 

Pol^mid aufweist, die auf einer Seite mit AnschluBlei- 50 lie ermoglicht eine Kontaktierung ohne Verwerfungen 

tern versehen ist, welche an ihren freien, Qber die TtSl- des Chiptragers, wobei die der Chipoberfl^che zuge- 

gerfolie hinausragenden Enden mit den ChipanschluB- wandte Tragerfolie gleichzeitig als Isolierung der Lei- 

nachen und an il^en auf der Tragerfolie angeordneten terbahnen gegenuber der Chipoberflache dient Bei ent- 

Endbereichen jeweils mit einer auf der Gegenseite der sprechend dicker Ausfuhrung der Tragerfolie kann die 

Tragerfolie angeordneten Kontaktmetalllsierung ver- 55 Tragerfolie auch als elastische Zwischenschicht zwi- 

bunden sind. Durch eine flachig verteilte Anordnung der schen der Chipoberfl§che und der mit den Leiterbahnen 

Kontaktmetallisierungen auf der vom Chip abgewand- versehenen Tragerfolie fimgieren, um eine Schwin- 

ten Gegenseite der Tragerfolie wird eine unter dem gungsisolierung zu bilden. 

Begriff ball-grid-array bekannte Kontaktmetallisie- Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn zur 

ningsanordnimg geschaffen, die die konventionelle nach eo Ausbildung einer Kontaktflachenmetailisierung auf der 

auBen gerichtete AnschluBleiterbeinchenanordnimg AnschluBflachenanordnung Lotkugeln in dafQr be- 

(PGR) ersetzt stimmte Ldcher der Lochmaske appliziert sind. Hierbei 

Zwar ergibt sich durch diese im Bereich der Chip- kann die Lochmaske auch als sogenannte Ldtstopmaske 

oberflSche liegende "innere" AnschluBleiteranordnung ausgebildetsein,dieeinZusammenlaufenderLotkugehi 

insgesamt eine wesentlich kompaktere Ausbildimg der es beim Umschmelzen zur Verbindung mit einem elektro- 

Chip-Gehausung, jedoch ist es bei der bekannten Chip- nischen Bauelement und einem Substrat verhindert Die 

Gehausung notwendig, zwischen den Leitem und der Applizienmg von Lotkugeln stellt ein besonders kosten- 

Chipoberflache eine weitere isolterende Zwischen- gunstiges Verfahren zur Erzeugung von Lotbumps dar. 
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Vortcilhaft isi es auch, wenn zumindest ein zwischen taktierung auf der AnschluBflSchenanordnung auf der 

der Tragerfolic und der Chipoberfiache vorhandener RQckseite der Tragerfoiie auch eine "aufiere" Koniak- 

Zwischenraum mit eincm die TrfigcrfoUe und den Chip tierung des Chips m6gUch, wobei gieichzeitig durch die 

adhSsiv miteinander verbindenden FQllstoff versehen aufgeftcherte AnordnungderauBeren AnschluBfiachen 

ist Hierdurch wird eine sicher aneinanderhaftende Ein- 5 und den damit ermdgiichten vergr6Berten AnschluBflS- 

heit von Chip und Chiptragergebildet chen eine genaue Kontaktierung, beispielsweise zu 

Wenn der ChiptrSger und der Chip in einem etwa aus Qualititspriifzwecken, wesentlich erleichtert wird 

Kunststoff gebildeten Gehiuse aufgenommen sind. wo- Wenn die Trigerfolie benachbart den Kontaktab- 

bei der adhisive FQllstoff Zwischenraurae zwischen der schnitten einen umlaufenden Folienspalt aufweist. der- 

Gehauscinnenwand und dem Chiptrager sowie dem 10 art daB Qber mehrere Solltrenneinrichtungen ein Tra- 

Chip ausfflilt, ist eine Chip-Gehausung geschaffen, bci gerfolieninnenbereich niit einem Tragerfolienaufienbe- 

der der Chip aDseitig sidier abgcschirmt wird. DarQber reich verbunden ist, ist nach Fertigstellung zusanunen- 

hinaus stellt dabei die dem Chiptrager gegenflberlie- hangender Chiptrager-Anordnungen bzw. Chip-Gehau- 

gend angeordnete RUckseite des Gehauses ein Beschrif- simgen eine schnelie und einfache Vereinzelung. bei- 

tungsfeld dar. is spielsweise durch Stanzung. mdglich. 

ErfmdungsgemaB weist ein Chiptrager zur Hersiel- Bei auBeren Endbereichen der Leiterbahnen im Tra- 

lung einer Chiptrager-Anordnung nach einem oder gerfolienauBenbereich, die sich Qber den Folienspalt er- 

mehreren der Ansprflche 1 bis 4 die Merkmale des An- strecken, kann vor dem Vereinzeln aufschnelle und ein- 

spruchs 5 auf. Bei dem erfmdungsgemaBen Chiptrager fache Art und Weisc cine PrOfkontaktierung durchge- 

sind die Leiterbahnen zumindest in einem TeUbereich 20 fOhrtwerden. 

sandwichartig zwischen der Tragerfoiie und einer Loch- Nachfolgend wird die Erfindung unter Darstcllung 

maske angeordnet. die zur Ausbildung einer AnschluB- . einer Ausfuhrungsform eines Chiptragers sowie mehre- 

fiachenanordnung auf den inneren Endbereichen der rer AusfOhrungsformen einer Chip-Gehausung anhand 

Leiterbahnen dient der Zeichnungen naher erlautert Es zeigen: 

Urn eine kontinuierliche Fertigung von Chip-Gehiu- 25 Rg- 1 eine SchnittdarsteUung eines Chiptragers mit 

sungen zu ermSglichen. erweist sich als voneilhaft einer Tragerfoiie und darauf angeordneten Leiterbah- 

wenn der ChiptrSger als Folienband ausgebildet ist, wo- nen; 

bei die Teilbereiche jeweils einem Chip zugeordnet sind. Fig. 2 einfc Draufsicht des in Fig. 1 dargestellten Chip- 

Eine besonders kostengUnstige Mdglichkeit zur Aus- trlgers; 

bildung einer Kontaktfiachenmetallisierung auf der An- 30 Fig* 3 den in Fig. 1 dargestellten Chiptrager, wobei 

schluBfiachenanordnung ist gegeben. wenn Lotkugehi dessen Leiterbahnenden zur Ausbildung einer Chiptra- 

in hierfQr bestimmte LOcher der Lochmaske appliziert ger-Anordnung mit Kontaktfiachenmetallisierungen ei- 

sind. Diese kdnnen dann. bei Verbinduhg mit einem nes Chips verbunden sind; 

elektronischenBauelement Oder einem Substratim Re- Fig, 4 die in Fig. 3 dargestellte Chiptrager-Anord- 

flow-Verfahren umgeschmoizen werden. Die Applika- 35 nung in einer Draufsicht; 

tion der Lotkugeln in der Lochmaske kann vor oder Fig. 5 die in Fig. 4 dargestellte Chiptrager-Anord- 

nach der Verbindung des Chiptragers mit dem Chip nung mit einer Lotkugelapplikation aufmneren Endbe- 

erfolgen. reichen der Leiterbahnen; 

Wenn die Leiterbahnen auf der Tragerfoiie im Be- Fig. 6 die in Fig. 5 dargestellte ChiptiUgcr-Anord- 

reich von Kontaktabschnitten auf einer Chipkontaktsei- 40 nung in einer Draufsicht; 

te offenliegen, ist dies ausreichend, um eine Kontaktie- Fig. 7 die in Fig. 5 dargestellte Chiptrager-Anord- 
rung des Chiptragers im Flip-Chip- Verfahren durchzu- nung mit einem KunststoffverguB; 
fQhren. bei der etwa die Chips mit ihrenKontaktfiachen- Fig. 8 die in Fig. 7 dargestellte Chiptrager-Anord- 
metallisierungen nach unten auf den unterhalb des " nung mit einer zwischen dem Chiptrager und der Chip- 
Chips getaktet durchlaufenden Chiptrager aufgesetzt 45 oberflache vorgesehenen UnterfQllung; 
werden. Bei einer Kontaktierung von Chiptrager und Fig. 9 eine Chip-Gehausung mit einem Kunststoffge- 
Chip im Flip-Chip- Verfahren kann die Lochmaske nicht ? hause; 

nur abschnittsweise sondern auch kontinuierlich ausge- Fig. 10 dne aus der Tragerfoiie herausgelOste, verein- 

bildet sein, da kein Zugriff auf die Leiterbahnen von der zelte Chip-Gehausung; 

RQckseite der Tragerfoiie her notwendig ist 50 Fig. 11 eine Darstellung des in Fig. 2 dargestellten 

Wenn die Leiterbahnen des Chiptragers im Bereich - Innenbereichs einer Tragerfoiie im Verbund mit einem 

von Kontaktabschnitten beidseitig offenliegen, also so- ^ AuBenbereich der Tragerfoiie; 

wohl auf der Vorderseite (Chipkontaktseite) als auch ^ Fig. 12 eine Variation der in Fig. 11 dargestellten Tra- 

auf der RQckseite der Tragerfoiie, kann eine Verbin- gerfolie mit Leiterbahnen, die um auBere Endbereiche 

dung des Chiptragers mit dem Chip durch eine Beauf- 55 bis in den AuBenbereich der Tragerfoiie zur Ausbildung 

schlagung der Kontaktabschnitte von der RQckseite der von PrQf anschluBflachen verlangert sind 

Tragerfoiie her mit einer Thermode oder ahnlichem im ' Fig. 1 zeigt in einer SchnittdarsteUung eine Tragerfo- 

TAB-Verfahren durx:hgefuhrt werden. Hierbei ist dann, lie 20, die auf ihrer RQckseite mit einer einzelne Leiter- 

wie vorstehend erwahnt, die Lochmaske in Teilberei- • bahnen 21 aufweisenden Leiterbahnstruktur 22 verse- 

chen ausgebildet, wobei die einzelnen Teilbereiche auch eo' hen ist Bei der Tragerfoiie 20 kann es sich um eine 

zusammenhangend, also etwa lediglich durch eine die insbesondere beim TAB-Verfahren haufig verwendete 

Kontaktabschnitte der Leiterbahnen freigebende Per- • Polyimidfolie mit Leiterbahnstnikturierung (Kaptonfo- 

foration getrennt, ausgebildet sein konnen. , lie) handela Grundsatzlich sind jedoch zur Ausbildung 

Vorteilhaft ist es auch, wenn die Leiterbahnen derart ; eines im nachfolgenden genauer beschriebenen Chip- 

ausgebildet sind, daB deren Kontaktabschnitte in auBere 65 tragers 23 auch andere Folienarten verwendbar, soweit 

Endbereiche Qbergehen, die in AnschluBflachen auslau- sie sich aufgrund ihrer Materialeigenschaften zur Auf- 

fen und zu den AnschluBflachen hin divergierend ange- bringung einer Leiterbahnstruktur eignen. 

ordnet sind Hierdurch wird neben der "inneren" Kon- Wie insbesondere aus Fig. 2 zu ersehen ist in der ein 
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Innenbereich 24 einer in Fig. 1 1 in der gesamten Breite 
dargesteUten Tr&gerfolie 20 abgebildet ist, erstrecken 
sich die einzelnen Leiterbahnen 21 mit einem Kontakt- 
abschnitt 25, der an einen imieren Endbereich 26 an- 
schlie&t, Qber cine hier umlaufend rahmenartig ausgebil- 
dete Ausnehmung 28 im Innenbereich 24 der Tragerfo- 
lie 20. Auf diese Art imd Welse verbinden in dem hier 
dargesteUten AusfOhrungsbeispiel die Leiterbahnen 21 
einen Folienrahmen 29 mit einem Kembereich 30 des 
Innenbereichs 24 der Tragerfolie 20. Wie Fig. 1 1 zeigt, 
ist der Innenbereich 24 der Tragerfolie 20 fiber Soll- 
trennstege 31, die einen umiaufenden Folienspalt 55 
iiberbrflcken, in den Eckbereichen des Folienrahmens 
29 mit einem AuBenbereich 32 der Trigerfolie 20 ver- 
bimdea Der AuBenbereich 32 der in Fig. 1 1 in einem 
L&ngsabschnitt dargesteUten TragerfoUe 20 weist an 
seinen L^gsrindem 33 eine Perforation 34 auf, die fur 
den Eingriff einer hier nicht n^er dargesteUten Trak- 
tionsvorrichtung zur AusfQhrung einer Vorschubbewe* 
gung der TrSgerfoUe 20 in Richtung des PfeUs 35 vorge- 
sehen ist 

Auf der Riickseite der TragerfoUe 20 ist die Leiter- 
bahnstniktur 22 mit einer Lotstopmaske 36 abgedeckt, 
die im wesenUichen deckungsgleich mit dem auf der 
Gegenseite der Leiterbahnstruktur 22 angeordneten 
Kembereich 30 der TragerfoUe 20 ist Die Lotstopmas* 
ke 36 kann als Beschichtung, beispiebweise als Ldtsto- 
plackauftrag, ausgebUdet sein. WesentUch ist, daB die 
L6tstopmaske 36 eine Lociimaske bUdet mit einzebien 
Lochem 37, die jeweUs uber einem inneren Endbereich 
26 einer Leiterbahn 21 angeordnet sind und somit einen 
unmittelbaren Zugriff auf die jeweUige Leiterbahn 21 
von der Riickseite der TragerfoUe 20 her ermogUchen. 
Von der Vielzahl der in Fig. 2 m beispieUiafter Vertei- 
lung Qber der Leiterbahnstruktur 22 angeordneten L6- 
cher 37 der Lotstopmaske 36 sind in Fig. 1 ledigUch 2wei 
in daruber hinaus von der DarsteUung in Fig. 2 abwei- 
chender Anordnung dargesteUt 

In Fig. 1 ist auf der Vorderseite der TragerfoUe 20, 
den Kembereich 30 iiberdeckend, eine beispielsweise 
aus einem adhasiven Material gebildete FuUage 38 vor- 
gesehen, deren Funktion nachfolgend noch genauer er- 
lautert wird. 

Fig, 3 zeigt den zur Ausbildung einer Chiptrager-An- 
ordnung 27 mit einem Chip 39 bestfickten Chiptrager 23, 
wobei die Kontaktabschnitte 25 der Leiterbahnen 21 
mit als Bumps 40 ausgefOhrten KontaktfllchenmetaUi- 
siemngen des Chips 39 verbunden sind. Die Bumps 40 
kdnnen beispielsweise als Gold-Bumps oder auch als 
Gold-/Nickel-Buraps ausgebUdet sein. Die Leiterbah- 
nen kdnnen als Kupferbahnen ausgebUdet sein, die in 
ihren Endbereichen zur Verbindung mit den Bumps 40 
bzw. Lotkugein 41 mit einer Gold-, GoldVNickel- bzw. 
Zinn-Metalltsierung versehen sein kdnnen. In jedem 
Fall kann die MetalUsierung auf die betreffende Verbin- 
dung abgestimmt sein. Die. Verbindung der mit der Tra- 
gerfoUe 20 verbundenen Leiterbahnen 21 mit den 
Bumps 40 kann fiber ein TAB-Verfahren erfolgen, bei 
dem eine in Fig. 3 gestrichelt angedeutete Thermode 
von der RQckseite der TrsLgerfoIie 20 her auf die Kon- 
taktabschnitte 25 der Leiterbahnen aufgesetzt wird und 
diese unter Drack und Temperatureinwirkung gegen 
die Bumps 40 des Chips 39 preBt Bei diesem Vorgang 
bleiben die Leiterbahnen 21 bzw. deren Kontaktab- 
schnitte 25 in ebenenparalleler Anordnung zur TrSger- 
foUe 20, wie es fur das TAB-Verfahren charakteristisch 
ist 

Wie aus Fig. 3 deutlich hervorgeht, wird die Anwen- 



dung des TAB-Verfahrens unter anderem auch dadurch 
emioglicht, daB die Foliendicke s kleiner ist als oder 
hochstens so groB sein kann wie die Hohe h der die 
Oberfiache des Chips 39 uberragenden Bumps 40. Nur 

5 so ist namUch eine ebenenparallele Anordnung der Tra- 
gerfoUe 20 zur Chipoberflache mogUch. Die in Fig. 3 auf 
dem Kmbereich 30 der TragerfoUe 20 vorgesehene 
FuUage 38 dient zum AufftlUen ernes ansonsten zwi- 
schen der TragerfoUe 20 und der Oberflache des Chips 

to 39 vorhandenen Zwischenraums imd schafft durch ihre 
adhasiven Eigenschaften eine Sicherung der mechani- 
schen Haftung zwischen dem Chiptrager 23 und dem 
Chip 39. Bei elastischer AusbUdung der Fullage sorgt 
diese audi fOr eine mechanische Dampfung zwischen 

15 dem Chiptrager 23 und dem Chip 39 bd medianischer 
Beanspruchung. Zur AusffiUung des vorgenannten Zwi- 
schenraums ist es jedoch ebensogut md^ch, die FoUen- 
dicke s so zu wahlen, daB sie der Hohe h der Bumps 40 
entspricht Diese Uegt im Regelf aU bei etwa 25 \mL 

20 Fig. 4 zeigt noch einmal in einer Draufsicht die mit 
den Bumps 40 des Chips 39 kontaktierten Kontaktab- 
schnitte 25 der Leiterbahnen 21. 

Aus der DarsteUung gemaB Fig- 3 wird ebenso deut- 
Uch, daB eine Be&tfickung des Chiptragers 23 nicht nur 

25 im TAB-Verfahren, sondem auch im FUp-Chip-Verfah- 
ren moglich ist Dabei wird dann der Chip 39 mit seinen 
Bumps 40 voran auf die Kontaktabschnitte 25 des gege- 
benenfaUs unterhalb des Chips 39 angeordneten Cldp- 
tragers 23 aufgesetzt 

30 Die Fig. 5 und 6 zeigen den in den Fig. 3 und 4 darge- 
steUten Chiptrager 23 nach erfolgter LotkugelappUka- 
tion, so daB in den L6chem 37 der Ldtstopmaske 36 
jeweUs eine Lotkugel 41 zur AusbUdung eines aus Fig. 6 
besonders deutUch hervorgehenden l^-grid-array 42 

35 angeordnet ist Die im baU-gridarray 42 angeordneten 
Lotkugehi 41 dienen zur Verbindung mit emem elektro- 
nischen Baueiement, etwa einem ebenfaUs auf einem 
Chiptrager mit baU-grid-array angeordneten Chip zur 
Erzeugung einer Multichip-Struktur oder auch zur Ver- 

40 bindung mit einem Substrat Die Verbindung mit dem 
weiteren Baueiement oder dem Substrat kann dann 
durch Umschmelzen der Lotkugein 41 ira Reflow-Ver- 
fahren erfolgea 
Fig. 7 zeigt die in den Fig. 5 und 6 dargesteUte Chip- 

45 trager- Anordnung 27 mit einem VerguB 43, der sowohl 
emen durch die Kontaktienmg der Leiterbahnen 21 mit 
den Bumps 40 gescfaaffenen Verbindungsbereich 44 als 
auch die Seiten des Chips 39 umgibt und somit eine 
gegen Umwelteinflfisse abgeschlossene, starre Chip- 
so Gehausung 45 bUdet Das Aufbringen des Vergusses 43 
in den in Fig. 7 dargesteUten Bereichen kann beispiels- 
weise dadurch erfolgen, daB der FoUentrager 20 durch 
ein hier nicht naher dargesteUtes Kunstharzbad trans- 
portiert wird. 

55 Fig. 8 zeigt eine von Fig. 7 dahingehend abweichende 
Variante, daB auf die Anordnung einer FuUage 38 ver- 
zichtet wurde und ein hierdurch zwischen der Tragerfo- 
Ue 20 und der Chipoberflache verbleibender, bereits er- 
wahnter, Zwischenraum beim Aufbringen des Vergus- 

60 ses 43 durch das eine UnterffiUung 46 bUdende VerguB- 
material ausgeffiUt wir.d. 

Fig. 9 zeigt schUeBUch in einer Variante eine Chip- 
Gehausung 47, bei der zusatzUch zum VerguB 43 bzw. 
einer Unterffillung 46 ein beispielsweise aus Kunststoff 

65 gebildetes Gehause 48 von der Rfickseite des Chips 39 
her auf diesen aufgeschoben ist, wobei hier ein zwischen 
einer Gehauseinnenwand 49 und dem Chipumfang ver- 
bleibender Zwischenraum ebenfaUs mit dem VerguB 
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bzw. der Unterf Qflung ausgcfflllt ist 

Rg. 10 zeigt schlieDlich die durch Durchtrennung der 
SoUtrennstege 31 (Fig. 1 1) aus der Tragerfolie 20 her- 
ausgelOste und somit vereinzelte Oiip-Gehausung 47. 
Die Vereinzelung der in den Hg. 7 bis 8 dargestellten s 
beispielhaften Altemativen erfolgt auf dieselbe Art und 
Weise. 

Fig. 12 zeigt in einer altemativen Ausfiihrungsform 
cine Tragerfolie 50, die mit einer Leiterbahnstruktur 51 
versehen ist IDie Leiterbahnstruktur 51 weist Leiterbah- lo 
nen 52 auf, die neben einem mittleren Kontaktabschnitt 
25 und einem inneren Endbereich 26 einen SuBeren End- 
bereich53aufweisen. 

Die Unterschiede der in Fig. 12 dargestellten Trager- 
folie 50 werden besonders deutlich im Vergleich mit der 15 
in Fig. 1 1 dargestellten Tragerfolie 20. Fig. 12 zeigt, dafl 
die SuBeren Endbereiche 53 der Leiterbahnen 52 sich 
von den Kontaktabschnitten 25 ausf^chemd nach auBen 
bis in den Aufienbereich 32 der Tragerfolie 50 erstrek- 
ken. Die Enden der auBeren Endbereiche 53 sind als 20 
Kontaktfladien 54 ausgcbildet, die auf jede Kantcnian- 
ge des Kembereichs 30 der Tragerfolie 50 b^gen line- 
ar angeordnet sind xmd einen im Vcr^eich mit den Kon- 
taktabschnitten 25 wesentlich vergrSfierten Mittenab- 
stand a untereinander aufweisea Durch die im Ver- 25 
gleich zur Leiterbahndicke wesentlich vergr66erten 
Koniaktfiachen und deren relativ groBen Abstand a 
voneinander wird eine Kontaktierung der Kontaktfia- 
chen 54, beispielsweise zu PrQfzwecken, wesentlich ver- 
einfacht Infolge des in Hg. 12 dargestellten vorteilhaf- 30 
ten Aufbaus der Tragerfolie 50 kann die Kontaktierung 
der auBeren Kontaktflachen 54 zu einem beliebigen 
Zeitpunkt wShrend der Verbindung zwischen dem 
Chiptrager 23 und dem Clup 39 oder nach FertigstcUung 
der Chip-Gehausung 45 bzw. 47 vor deren Vereinzelung 35 
(siehe Fig. 10) erfolgen. Bei der Vereinzelung einer 
Chip-Gehausung 45 bzw. 47, die unter Verwendung ei- 
ner in Fig. 12 dargestellten Tragerfolie 50 hergestellt 
worden ist, werden die auBeren Endbereiche 53 der Lei- 
terbahn 52 zusanunen mit den Solltrennstegen 31, bei- 40 
spielsweise durch Stanzung, abgetrennt 

Patentansprilche 

1. Chiptrager- Anordnung mit einem Chiptrager zur 45 
Herstellung einer Chip-Gehausung. der auf einer 
Tragerfolie mit Leiterbahnen versehen ist, die auf 
der einem Chip zugewandten Vorderseite der Tra- 
gerfolie mit Kontaktflachenmetallisierungen des 
Chips verbunden sind, und die mit ihren freien En- 50 
den eine flachig verteilte AnschluBflachenanord- 
nung zur Verbindung rait einem elektronischen 
Bauelement oder einem Substrat bilden, dadorch 
gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen (21, 52) auf 
der RQckseite der Tragerfolie (20, 50) angeordnet 55 
sind, wobei in der Tragerfolie (20. 50) im Bereich 
der Kontaktflachenmetallisierungen (40) Ausneh- 
mungen (28) vorgesehen sind, und die Leiterbahnen 
(21, 52) zur Ausbildung der AnschluBfiachenanord- 
nung (42) mit einer Lochmaske (36) abgedeckt sind, eo 
wobei die Dicke der Tragerfolie (20, 50) kleiner 
oder im wesentlichen gleich der Hohe (h) der Kon- 
taktflachenmetallisierungen (40) auf der Chipober- 
flache ist 

2. Chiptrager-Anordnung nach Anspruch 1, da- 65 
durch gekennzeichnet, dafl zur Ausbildung einer 
Kontaktfiachenmetallisierung auf der Anschluflfla- 
chenanordnung (42) Lotkugeln (41) in Locher (37) 
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der Lochmaske (36) appliziert sind 

3. Chiptrager-Anordnung nach Anspruch I oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB zur Ausbildung einer 
Chip-Gehausung (45) zumindest ein zwischen der 
Tragerfolie (20, 50) und der Oberflache des Chips 
(39) vorhandener Zwischenraum nut einem FQll- 
stoff (38, 46) versehen ist 

4. Chipu-ager-Anordnung nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur Ausbildung einer 
Chip-Gehausung (47) der Chiptrager (23) und der 
Chip (39) in einem Gehause (48) auf genommen sind. 
wobei zwischen einer Gehauseinnenwand (49) und 
dem Chiptrager (23) sowie dem Qup (39) und dem 
Chiptrager (23) vorhandene Zwischenraume durch 
den FuUstof! (38) ausgefullt sind. 

5. Chiptrager zur Herstellung einer Chiptrager-An- 
ordnung nach einem oder mehreren der Ansprfiche 
1 bis 4 mit einer Leiterbahnen aufweisenden Tra- 
gerfolie. dadurch gekennzeichnet, daB die Leiter- 
bahnen (21, 52) zumindest in einem Teilbereich 
sandwichartig zwischen der Tragerfolie (20, 50) und 
einer lochmaske (36) angeordnet sind, die zur Aus- 
bildung einer AnschluBHachenanordnung (42) auf 
inneren Endbereichen (26) der Ldterbahnen (21, 
52)dient 

6. Chiptrager nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Ausbildung einer Kontaktfla- 
chenmetallisierung auf der AnschluBfiachenanord- 
nung (42) Lotkugeln (41) in L6chem (37) der Loch- 
maske (36) applizien sind. 

7. Chiptrager nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leiterbahnen (21, 52) im Be- 
reich von Kontaktabschnitten (25) auf einer Chip- 
kontaktseite offenliegen. 

8. Chiptrager nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leiterbahnen (21| 52) im Be- 
reich von Kontaktabschnitten (25) beidseitig offen- 

liegea 

9. Chiptrager nach einem oder mehreren der voran- 
gehenden Anspruche 5 bis 7. dadurch gekennzeich- 
net, daB die Kontaktabschnitte (25) in auBere End- 
bereiche (53) der Leiterbahnen (52) fibergehen, die 
in Kontaktflachen (54) auslaufen und zu den Kon- 
taktflachen (54) hin divergierend angeordnet sind. 

10. Chiptrager nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Tragerfolie (20, 50) be- 
nachbart den Kontaktabschnitten (25) einen umlau- 
fenden Folienspalt (55) aufweist derart, daB uber 
mehrere SoUtrenneinrichtungen ein Tragerfolie- 
ninnenbereich (24) niit einem TragerfolienauBen- 
bereich (32) verbunden ist 

1 1. Chiptrager nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Tragerfolie (50) Leiterbahnen (52) 
aufweist, die ausgehend von den Kontaktabschnit- 
ten (25) auBere Endbereiche (53) aufweisen, welche 
sich uber den Folienspah (55) bis auf den Tragerfo- 
lienauBenbereich (32) erstredcen. 
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